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- « m t a^a ft ® 4& H it ' ^ # -t ^# 

a^a M m ^ i4 ^ a ^ m ^ # §^ ^ B% m t ik ^ fA 

^ : - ^ m m ^ M ^ - m SB- ^ ' ^ n ^ m 

li, ^ ® ^ ^ t a^a ^ # a ^ it 3^ f: ^ ' ^ it 

1- ' -life a^a I] it ® ' ^ '^k ^ ^ t& BB m t ® i-:^ 

^ M ^ ^ M ^ A t$i is m ^ ' ^ ^ # - 1^ it 

m € a^a It ® : ^ t 1^ it 8^ ^ '71^ ^ ^ ^ it 

T ^ ® - ^ ' '7l^ T ^ >if it 3^ ^ ^ ^ B^a a ^ 

® ' ^1 It a^a a m ifu }^ ^ - ^ ia m ' ii ^ 

m ^ is m J:. ^ ^ M m ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ 

It l# ^ J-^f. ^ It it a^ "t ^ ° 



jBtt. 


^ 3 I 


s.^^mm.m (i) , A, 

w 

^ m m ^ - n )^ m if^ ^ u ^ ^ ^ ^ ' # ;?'J ^ 

;?r^ - ^ ^ M t a^a It ® &(j ^ = 

[ # t * ] 

f4 m It ( TFT) }^ ^B m ^ ^ ^ ( Liquid Crystal 

Display Panel; LCD Panel) ^-mt^^^^^^^ 
' ^ ^ A ^ m - ^ # ^ i-^A ^ ^ € # -f^ li ' a ffij 

£> ^ >^ itii ^ ^ ^ ^ t ^ ^ °« =t m ^ 7F ^ ^ Jl . -f?.j 

' - €1^ - tfj U - t -t- ^ ^ ^ S. ( PDA) ^ 

)^ is m ' J-X ^ * t: ^ t m ^ t ( I A) ^ ° >^ m "t a^a 

^^i^a^allTF®;^^ ( TFT'LCD Panoel) it't^&.^i^^il^itt 

fal 6^ a^B # ^4 ° it ^ ^ t — -fil 5^ 5^ S ^ -L f 'J ic, ^ 
^fia^alt^^f&^P^- ( active -matrix) Hf^^-C^ ' 

# - r4 ^ € B^a ^ ^ # m 1^ s ^5. ^ — ffi * ' ^ a 

1^ SI ^ ^ Pffl f^l ( o n / O f f ) ° 1^ * ^ ^ t a% ^ IS t^f € 
^ 5^ 5^ S ^ ' ^ ^ ^ % m % ^ ^ ^Bl ° # lit -L ' "/^ M 

B^a ^ ® ^ m "t B^a It >^ m # ^4 l# ^ ^ ' ^ ^ # 

a^B-s^ ( amorphous silicon; a-Si) ^ % ^b ^ ^ ^ ^ 
is ( p o 1 y s i 1 i c o n ; p - S i ) ?# ^ 1: a^a ^ © ^ ° * 

^B -4 m ^ ^ ^ m ^ M % ^ ^ ^ * 5^ # ( Mean 
Free Path) ' i^L't^f^t^^ii.^ ( electron mobility) IS. 
ti. = i^^r^B^J^^-^^^M^ m ^ ^ 4^ iB ^9 ^ - ° 

m it m- §^ iB ^9 !^ m iB ^ m ^ ^B m ^ ^ ^ m 
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s.-^mmn (2) 

^ m ^ f$ m % m. }^ m m ^ A ^ m ( tft 
LCD) " -ko ^ ^ 6BI J ^ ' - m. ^ ^ ^ ^B ^4 m ^B 

H 7G # ^# ^ ^'J ® ^ ® ° ^ t ' ^-J^^^^lJL^^}^ 

# - ^ a^a -5^ >t 2 ° 1^ a^a 2* # iSl 4 # 1^ ( hcav i 1 y 

doped) ^ n' 3 - 4 ' ^ ^'J ft v!S — ^ ( source) Bj-X ^ 
— y3L ^ ( drain) 6 ° 5^ la JSl m ^ ^b M 2_L ii fl^ 

m ^ JSL m m m m ^ ^ ° — e ^ si-j ^ i% 

n + H 3 - 4-^ fal ^ B^a 2J:^ ' ^ ;^p^ 1^ E ^ 81^ 1^ a% 

M 2^ m Wl ^ — K m ^ M ( gate oxide) 9 ° # ^ 

^ J:- ' * ^ ^ jfe 5^ im 1^ ^ ^ ^ ^ 1% f'J ' 

^ a^a >t ° if -fr It ^ a^a >t 2#, * - 1^ a^a M * # 

*f # B^a ^ #f ^/f ^ ° * i'it /-^ ^ ^ ^ tt 5^ -L ' -f^'J ^ 

a a ^§ ^ >^ >;l # — a^a M ' ^4 # j-^^ it f *f ii. :^ 
( Excimer Laser Annealing; ELA) ^ ' it. 4Y bb 

^ a i # a% ffij ^ ^ ^ ^ a% ^ o ' * ^ At # i# a^a 

^ ^# ^ H a ji # + # ' ^ J:- # ^ # t 
( amorphous) ^^^&^±.n^jii ^ aa W 6^ a% ^ ^ 

?^ ^ ^ ^ ^ _L 6^ ° S lib ^'J " ^ # ^ # i# a^a -It 4# ^Jf U it 

^ ^ ^B M ^ 'l^ Ml ' ^ © ^iE M ^ ' ^ ^ a ± E t^ 

^ t 6^ 'It ' tTh ^ >^ M € a^a ^ 7C # 6^ ^ ' !4 M 
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i ^ ^mttm (5) 

Uik^sk^^-'i^'fi^^^ ' m A - ^ m ^ U ^ ^ - 

-5^ a^B H 6^ ® ' m m f4 ^ "it ^ - ^ ^9 % 

M ° ^ ^ m ^ ^9 m J:. ^ ^ f$ m ^ ^ m t ^ 

M € B^a ^ M ^ ii^ ^ t ° 1^ ^ >^ ^ ^ ^ T 

1^ : - ^9 in m ' m- - m ^ ^ ^ ^ m ^9 ia m t ^ ; 

)|f B% B ^ ffij ii. ^ - a^a -5^ m ; ff^ ic ^1 ^ >^ ^ 

t a^a ^ ^4 ^ 1^ ^ a^a >^ ^ Jl ! ^ M ^ t a^a It l# ^* ^ 

a ^ 1^ ^ B^a M i-:^ fffi iiJ it # ffl ^ t a ; ^ - is. 

^ 1^ f4 m B^a ^ >^ ffl * t a ' ^-^ ' ^ 

ie ^ ±. ^ 1% m t B^a It it *!- *t -f® it t ° 

^ ^ m- U ^9 m U m ^ ^ > ^ ^ ^ ( wafer 

polishing) -tt ^'J ^ ^ ^1^ it ic " rfa ^ is >t 5lF ^ * 

^ # t ^/t ig. ' ^ ^ m i^n. ^ is. ^h ^ n ^ ^ 'A ^ ^ ^ ^ti 

II- ^ ^ t It a 4s. ^ . 1^ T # ±- 

J: # ^ ^ * ^S. Ji ffi t B% It ^ ^ H ^ .1 i ' 75 i!7 - 

^ % m. ^ ^ - ^ ^ . - ^ ^ M. ^ ^ ^ >ir ° 

^ n ±. ^ ^ ^ ' J-X ^ ^ # §^ * t: 4^ ^i: ^ 

,S£ # ^ >t ^1 6^ ^ ^ ' ^ T ^ ^ ffl ^ ^^ i-:^ # tJt ° 

-fs '>t ^ ^ ' # 1^' T T i4 ^ * ^fe ' ^ 

^?'J m ° 

[ ^ i"?'] Is t^^. ] 

m ^* ^ # a^ ^ ^ §^ ^ -f: a^a ^ © li ^ >^ ^ ^ 




1^ 8 I 


i ^ frmtn^m (6) 

- m t <H ' ^ ^ # ^ ^ 1 A ~ 1 IB] J ^ ^ m ^'J ® >7ll ^ Bl 

Jjv a ft m ° iJ^^ >i * 6^ ;^ ' ^ t # J-^^ - a^B H _L ^ t - 

M € B^a ^ ^ ^ t - it t ^ #i: t^e, ' |A f |^ :^ ^ 

w ^ ii ' ^ m m ±. t ^ i^j^ m ^ ^ ^ ^ m m f$ 
m is ^ i^-^ ^ ^ n m ^ m # #1. ^si 1^ 

-r^:5tti lABIj ^/f^ ' — m ( silicon 

wafer) I OJL ^ ^ — ^ ^ ^ M ( transparent layer) 
12° n ^ m ^ M 12^ ^ — m ' ffl a iii: ^ .11: #f ^ ' ^ M- 
A i^x ^ u T ^ "Ik ' ffii * # t ^ ^ S i 0 ,^ S i N ,' ^ * * 

^ it 6^ it a^ # f" • ' # ^ ^ ^ it a^ ^ 

12_L^©^f^i^— a^-fb ( patterned) ^ t: ^ f$- m 14° 

1^ -t a% ^ M 1 4#, ^ ^ #i ^ >^ ^ "t B^a It ^ ^ -t ia. it 

( conducting channel) > ^ U 'm ^ f bb ^j!" ( p-Si) - 
^ B% ^ ( p-Ge) ^ ^ a% -6^ ^ ( p-SiGe) ^ ^ a^a ( c-Si 
) - ^ B^a ^ ( c - G e) ^ ^S" ^ ( c-SiGe) ^ ^ m ^ii ^ 

^ ^ m. u ° ^ ^ ^ ^ m 7i ^ ^ ^B m ±. u -4 m -^ '^B 

^ '\± ( uni f orini ty) 6^ t a% ft ^ M 1 4 ° ^ t It t a^a It >t 
m 1 4ii M * # 1^ ( doping) i^x ^ m. t ^ ^ 

( source region) ( drain region) ' tt# 

# ^ ^ >iS ^ ?^ f tt ^ % ^ ^/f 1^ it ^ itb ;f ^ i^ " 

# ^ ' ^ ^ 1 Ba J ^/f . ^ ^ #B It ?# ^ 1 4_L ^ - 
E ^ >t ( gate insulator) 16° m 'A ^ ^ ^ ^ 



% 9 I 


s. - ^m^^M (7) 

M iQ±. n M m ^ *4 m ^ t s. - a #j :itn it ^ ^ 

( sputtering) m ^ — ^ m ^ I 3^ — ^ m 2 0 " ^ 

t it € 1 8 ' m ^ ^ ^ I T 0 ( 40 ^ II ) 'A^n % m ' flrj 
n ^ m % m 2m ^ ^ M, ^ ^ B^^^S-H ( poly- gate) ° ^ 


jjt # 

^ ^ t$i ^ m 



•18# 

^ E ^ 



20 ' 

^ ^ ^> 


B ^ % m 2 o# 



it 

a^ t ;^ 18° 





-ko r ^ IC® J 
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( i nter 1 ay er) 22^ % ^ 
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26 ( passivation) 
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color filter layer) 
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s. - ^mttm (8) 

^ ^ m u f ^ ^ 

^ % ia ^ m m - ^ ^ ' iH -kp i^X ^ M ( Chemical 

Mechanical Polishing: CMP) ^ M ^ A ( Etching) ' 

^ m ^ ^ m ^ is m iQ?k ^ ' ^ m ^ M i2¥] t ^ ^ 

0< ' ^ ^ ^ 1 in J ^/f ^ ' -tt 1^ it .^g. >t 1 2ii4 ^ 
m m ^ M 16' a f^l iB # S itj 1^ it 8^ 1 t cr o ^ 

^ ^? ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ - m ^ f4 m ia n m ^ ° 
* ^ 1^ * T ^ it tIq B 1 o-f^ # # ^ >^ m f: a% ^ 

® ^ i-x it ife ° 

-ii iiii 4^ # ^ ^ t B^B ^ ® ^S. 6^ it >^ * ^fe {?.J 
t ' ^ IB® J ^/f^t^6^j#^f|l ' '^^n^^t$i^^i-^^20 

^ m ^ ' ^ n in m i o ( e ig. >t i ej^ ) n ^sl m 

( alignment key) 32' ffij:^ ""^ 2fflj ^B%i]-L^I.lI^/f 
^ ° :5(o Jt ' K 1 0:?^ # .f^ ^1. ' f # # 12, 3 2 

* 1^ ^ t ^ ® ^ §<j 1^ it li. ^ 12-^ #J il i±j » 

m ^ ^ M ^ ^ m m m- M 1 2^^'j i:fe -t it m ^ 

( photolithography) ° 

^ ^ II- ' ^ ^ fli ^ _L i4 ^ ^ >t 2 8= ^ 
^ % 3BI J ^/t ^ ' ^ ^ it >fe 3 06^j # 1^ ' 7t )lf - 

^ it 7^ ^ '^m n % ^ 2 6_L = 1^ ^ it Tfe >t 3 4^^ 

i-^^^AttJ/^^^B^B^aofe^— ffl*6^j§^it7fele.lil ' J^it^i 



* 11 I 


s. ^ ^mm.m (9) 

^ m € It ® ^ ^ ^ ^ 7^ f-l ^ ^ » 3k 3. ^ 4k M i& 
,f, ^ ^ M 34^ ife :p- ( photo mask) ' J-X ^^'^ ® # tIg ^ 

( ^ i$i f$ m ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ m 1 0 2it 7^ it 

3 8# 03 ) ' # ^ it -^a >t 1 2T * ® ^ i it 12- 4 0# 

f^l » ;ir^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ §^ Tfe ^- ' 5p ^ -i- ife H ^1 ^ it 
Ig, >f 1 2P^1 iij ft ii 1^ it € ^ 1 8&^j it -t ^ t D ' m ^$.t& ^ 

m is^ m f$ m m. & ^s. ^ ^ m m. m m lom m- 
it} ' m ^ ^ M m. ^ ' ^ ^ A ^ ^ ° 

^ ' a ^ 4^ ^ € a^a It ® 6^ ^ it ^ >^ ' IS 

it € ^ ^ i-:^ ts ?t ^ >t ^ ^ ^ ts ^ f: It S ^ 
^ m m ' .tF ^ >lf & i^ 7^ >t ( black matrix) 

^ 4^ ^ U U ^ ' tS ^ ^ 4^ 4 A ~ 4 J J ^fr ^ ^ m ^ 

— -fS ^ ;5fe -f?'J ^ ^'J S /';tL m SI ° 

4Affiij ' ^ — ^j^B^B] ( silicon 

wafer) 10_L^fi^ — it^-^^^S.^^ ( transparent layer) 
12° ^ m ^ ^ 12^ ^ — M- m ' ^ J-X -fit ^ a W ^ ' # 
t T ^ S i 0 S i N ^ * ^ ^ it it .^g- # t m IH. 
^ o ^ ^ gp ^ ^ 1^ it -^g. ^ 1 2Ji ® i^. - SI # 
( patterned) ^ ^ ^ f4 m \ i " IS a^a It M 1 4#. ffl 
f^Jlz/^m'ta^alt^^'titit ( conducting channel) ' ^ 

# t ^ ^ B^a ( P-Si) > ^ a^a ^ ( P'Ge) ^ ^ a% ^ 

( p-SiGe) > ^ B^a ( c-Si) - ^ b^b ^ ( c-Ge) ^ Jf- a^a -s^ 

^ ( c-siGe) ^ ^ m ^ ^ ^ HI u m- ° 



^ 12 I 


s.^^mm.m (lo) 

' # # ' ^ ^ ^ ABM J m ' ^ n f4 m I m -'^ 

^ m ^ M ( gate insulator) 16° m ^ ^ ^ ^ 

M iQjL n M m ^ M m ^ t s. ' <H ^ ^ ^ 

( sputtering) mj^-^^t:^i2Q° t^E^t^ 2 0^^^ 
M ^ 0^ ^ ^ ^ ( poly-gate) ° 

# ^ ' ^ ^ 4Cgi _j ^/T- . ^ - ^ f,^ Ig. J- 

( i n t e r 1 ay e r) 2 2;^^ E ^ f: >m 2 ^ 1^ E ^ Ig. >t 16 
_L = m ^ ^ % 4 Dffl J ^/r ^ ' T M * * Tfe 4^ ^'i ^ f^l Hi 
# m € a% ^ m 1 4&^j # )l§ t a o ^ ^ ^ ^ fal ^ 2 2 

J:- ' ^ it # ^ ^ 4 ^ /t 2 4' a is m. m 1 4^ 

H 1^ jS. ^ H. 6^ it -^^ .t^ ° ^ iJrb ' ?P ^ B^B 

a 1 Ojl ^ >^ ^ € a% ^ l# = 

^1 ' -k^ ^ 4 EBI J ^/t ^ ' ^^t^^M^^M 2 4J^ 
^ - ti yf 26 ( passivation) W. i^. i% ^ ^ % 

H ¥ = it ^ ^ -f^ ti ^ 2 6_L ' ^ it # SI ^ ^ - 

.m^itit^t C black matrix) 34° 

^ ^ ' ^ ^ % 4 FBI J -^/f ^ ' )lf — it 3 0:^ •^i' a^B 

B 1 0^ JE © ( 5p ^> ^ ^ t: a% ^ 6^ f P — © ) ^ ^ 
( bonding) ° l^i^a^^fe SO^^jfeJ^:^.^ ^ 
^^'Sit^&^lita^#f"*>S.= 

# ^ ' ^ ^ 4Gffi| J m ^ ' ^ t$i m 10^ t ^ ( 

>^ ^ € H^a It f p - S ) ^ m k^ a ^ m ^ ^ M (Chemical 
Mechanical Polishing; CMP) ^ 4k M ^ ( Etching) ' 
m ^ ^ ^9 a^B IB 1 Ol^ ° 
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s. > fmttm (11) 

.^g. ^ {)i'J 101' ^> ^ it # ffl ^ ^ - & ^ 2 8;$^ it 
^ 1 2T S " ^1. ' :5ta r ^ 4 I ji J ^ , ^ m ^ m 

>t #J I 0 la ^ M :^ A m t& ^ M ^ M 2 4:^ ^ m M ^ 

36 = 

^ ^ ' ^ ^ 4 jffl J m ^ ' ^ m ^ ^ 2s± m - it 

t 18° it t: 1 8ii H * It ^ >i yf 2 4&^j # ^ t 

it ^ € 'fi it ° ^ t tt it ^ 18' -f?'] :5tn ^ I T 0 ( 40 4i 

IL ) it € ^ ° -t ':)^ T ^ ^f^ tt it- ^ 2 8' ffib i # )lf It 
it € ^ 1 8ff> ^ It it .^g. >t 1 2T * ® ° 

^ 6^ ^ - ^® ^ -fe'J ' I'J ^ ^ -^t - -5^ a^B K 

# S 1,^ - it a^ ^ ( #J ^ — ^ ) ' -^-H ^II * tt a% IB 

JL © )|f It a^H IH ^ ^ ^ t'J ^ .^^ ^ m i}t ^ JF B^a >t ^ ' 

^1. # ^ tt m m ?# m t a^B IS ® m ^ ^ ^ a^B 

It l# a A it a^ t ^ ° tt ^ /'^ ^ ^ 4- ^ ^ 5 A ~ 5 Gil J ^ ^ 

-r 7t ' ^ 5 ASI J m ^ ' - B^B K 1 0^ t © M,^ ^ 

— ita^^feSO' ltita^;&4^3 0'f?'J:^-^^5i*^- f^^-^* 
>IS.^*'e:'^it^ita^#tfe ' ^li^ltita^&^-^30 

^ ' ^ ^£ t ^ -it tt a^a a l^^M ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ' 

-t 't^ ^ ^ ^ ^ It ^ .f ° 

-^i ^1 ' ^ ^ % 5Bffl J ^/f ^ ' ^ ;f'J ^^b ft a M ^ S 
( CMP) ^ t'J ^ ^ ( Etching) ' -f^ It ^ it a^ ^ a^a K 10 
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i ^ ^mnm (12) 

t$ m ^ ^ - ^ f$ m A2 " m ^ '4 m 4.2^ ^ ^ ^ 

^ ^ M -fb a^a a 1 Oi§ ^ t ^ M ' #5L ^1: ^ IJt >if ^ 

m 42^ M- ^ ^ m ^ V^A A :^ ' ^ it ^ ^ ^'J ^1. ^ 

M. ^ mM ^ ° t ^ ia n m 'i2^ ^ 1^ ^ ^ a itt ^ 
# ^ ' ^ ia n m 4.Q±. ^ ^^ m % m. ^ m ^ ' 

^ r g 5 CBI J m ^ ' ^ ^ 1^ a^a 4 OJ:- it # 6^ 

43- 44( n^il p'^4:#lfcll ) ° ,€^1.^ 
1^ ^ a% ^ 4 2 Ji. ^ - E *S .^g, >t 16' a ^ ^ E 

yf 1 6 Jl ^ it # ^ I£ t 2 0 ° 

m 'A ^ ^ 5 Dfl J m ^ ' ^ - >t 

( interlayer) 2 2;^t^E>r^f:^S20j'X^t^E;m<^a,^^ 16 

J:. = m 'A ' T ffl * Tfe. ^ ^ij ^ n M ^ 1^ ^ 

IE ^ 4 3 - 4 4&^j ^ t D = ^ ^ ^ ^ fal ^ 2 2 Ji ' ^ 

it # ^ 4 5^ >f 2 4 ' a )^ i^. m ^ yS. ^ ^ 4:3 > 4m 
it # ° J. itt ' ^? ^ ^- ia ^9 % 42±. -n. % % 

ia It it m ° 

' ^ ^ 5Effl J m ^ ' ^vAn^n^^m^^ 22 > 

E *S >^g. >t 1 6;-X ^ 1^ a^a f# ^ 4 2 ' a f^l iU it # 6^ ffl * t 
a 4 6 ° 

^ ^ ' :^ ^ % 5Fffl J m ^ ' ^i^ - ^ is -fb ^ 
(planarization layer) 4^^ %. % % ia % ^ 

ffl * t a 4 6 » 1^ ^ is -fb yf 4 8^ a ^ ^ B^a H ® ^ ® 

^ is. ' :^ :tb # f 'J it ^ m "t B^a ^ © >fe 6<J ^ # ^ ° ^. 



^ 15 K 


i ^ (i3) 

' ' ^ ^£ ^ ^ # t ^ ^ ^ is -fb ^ 4 8' M m ^ is.^t ^ 48* 

^ [5] ^ ^ ;t ^ ^ ( color f i 1 ter) ^ ffi ° 

# # T 3^ ' 5p r ^ 5GS1 J ^/r ^ ' ^ m ^ is. M 4 8 

Fffi its M ^ yf ^ >t 2 46^ it # # ^ t D ' m ^ ^ i^ M 

isjz. m ^ M M n m -M ^ 4 e^^j it € ^ 1 8 ° ii ^ ^ is 

€ '^4 i% o :5co itb ' ^ ii. ^ ^& ^?'J ^ ^ f: B^a It ® >fe li 

a Jl m ^ ^ ' # ^ ;^ # ^ t &^ l3l -fi ^ ^fe r?o e> ' 3k 

4^ m ff< :^ ^ ^ ^ t il M ' f ^ w ^ ^ ^ ^ 

-f I- ^ # # T # ^ -fii: it -t ^ 1^ >W 1^ ; it ^ ^ m 

f tf ^ ^'J IE m m ^ i^ ^ -A "it ^ i'^ ^ ' ^ ^ ^1- a^ ^ ^'J $1 
® JiS ^ ° 



S ^ fl f- rx, ] 

1 A~l I® ' m ir> ^ 

- m t -f^'J 

2® ' J57 m ^ # 

Ml m tt ° 

3S! ' ^'J m 

a t ® # 7^. 

® &^ ife la. ^ 


m 




B^a 6^ li ai: 

1 












s 
as 

B _L 4£ SI ' * _L 


^ n 

it 



( 

black matrix) 


^ f- ' 





€ ^ it 3^ 

m~ 

M r ^ 




tB 

It it ^ M ^ 

m 



4A-4 Jffil ' ^ ^ 

^ m "f- ifl 

5A~5GS1 ' J|7 

^ X ^ 

6® ' ^ ^ ^° -^i 
SI ^ # !fe r^t ■ ] 

1 5^ 

3 4 # Ifc ^ 

4 4 # # !1 

5 ^ 
6 

7 .^g. m~ M 

8 g. ^ 

9 E ^ Ig. 


n M: % in ^ ^ ^ ^ ti ^ ^ % 

fl. ^'j S .^t SI = 

m >t m € It s 6^ ^ i4: ^ >^ ^ 

>JrL ^ ^'J © SI ° 

^ ^ ^ m - % ^ % BB m. m ° 



^ 17 :f 


1 0 


H 

as 




1 2 

it 





1 4 


a 
aa 

It 


m 

1 6 






18 

it 





20 






22 






24 


Mi 




26 






28 






30 

it 





32 

f=j- 





34 






36 



W 

a 


38 






40 

JE 





42 

trcr 

a 
aa 



m 

43 






44 



f cr 



46 




a 


48 


is 




101 

it 





102 

it 







1 . - « >^ m f: It ® 6^ li it >r ^ ' S. 'J^^ ti ^ T f>\ ^ ^ • 

- m •' 

^ - it. <^ ^ ^ K iL © ; 

)ii M m ^ b% m. m m i^-^ 3^ n m ^ ^ m m 

^ :?r^ it M ^ * s ; 

m - ^ ^ ^s. ^ ^ m m ^ ^ - 

m ^9 iB m % -i: ; i^x 

M t& ^ m ^ ^ i^W. m % ^ % M- ° 

2. ^ ^ n M %i m % 1 ^/f idL ^ m € B% ^ ® 6^ 
)i: ' ^ t 1^ it .^a >t ii? s i 0 

3 . t If # le. a ^ 1 m ^ m ^ ^ S §^ 
. ^ t 1^ it -^g. >t ^ S i N 

4 . ^ t tf ^ ^'J le. a ^ la^ ^/f i4 ^ m € B% ^ ® ^S. 

' ^ t it -^g. y!^ ^ 1^ ^ m .^t a T ° 

5 . ^ t tf ^'J le. a ^ 1:^ ^/f i4 ^ m € B^B ^ ® 
^^'^ttgita^t^^^^a^aCITO) = 

6 . ^ t tf ^ ^f'i II. ® ^ HI ^/f iilL M € B^B M ® 6^ 
>i ' ^tl^ita^^fe^J^J^^^ = 

7 . ^ t tf # ^'J le. a ^ 1^1 //T idL ^ M € B^a It © 

' ^ t 1^ it ^ ^" ° 

8 . Jtn t tf ^ ^f'J ia a ^ 1:^ ^/r i4 ^ m "t B^B ^ ® 

' ^^mt^^^^Bmn^^^-^mn.^ ■ ^^^j^ ^ m. b 

( Chemical Mechanical Polishing: CMP) A 
a% m M ° 


% ik ^ 

U ^ 

U ^ 

U ^ 

M it ^ 

U ik ^ 

% ik ^ 



^ 19 K 


1 


9 . ^ t tf # f 'J Ie. s ^ m m ^ m ^ BB m. ^ ^ ^ M ^ 

( Etching) m n m ?^ ^ ° 


10.^ 1 



3 ^ ^/t 




a 
aa 

It 



§^ 


it 


>^ ' 

^ & 

: ^ n ^ m 

>f _L 









o 

11.^1 



3 ^ HI 




a 

It 





it 





# ^ 


m 






it 






M ^ 

B^a ^ i# 

-h ff> ^ 




it 



( 

black 

matrix) 

^ m. 

o 












12. -ko 1 







a 
aa 

It 





lit. 



^ f 

>^ m t B^a 

It m 




it 
























^ aa aa- 

^ ^ 

- ^ m 





it 







ii. - 


^ a M- 

^ aa 

It 






it 





m IE 


M M M 

-ifs- a 
s^i ^ aa 

It 





i 






_L ;. 

^ fal 

^ ^ ^ ^ 

E ^ 





E 






^> 


^ 4 ^ 

^ M ^ 

;f fal .^g, 













tl ^ 

^ n ^ J9, 

^ >t 


o 










1 3 . ^ t tf ^ ^'J |£ 5] % 1 2^1 m i!L ^ >^ ^ t a^a It ® H it 

:^ >i ' * t € a^a It m * iS ^ ^ a^a ( P - S i ) ^ |^ a^a 



m ( p-Ge) ^ B^B m ( p-SiGe) - Jp- a^a ^i' ( c-Si) > / 

'4- iB m ( c-Ge) > ^4- ^ ( c-SiGe) la ^ # t 
is^ — ^ f-f^ ^3. ^ o 

1 4 . ^ t tt * ^'J Ig. il ^ 1 2Ji m iilL M t a^a It ® &t m 

;r ' ^ ^ : fl;^ ;^ - ;t & ^ ( color f i Iter) ^ 1^ 
ti yf Ji 6^ # ^ ° 

1 5 . - « m € a^a It ® 6^ i& ' ^ ^ ^ T # 

: 

- m ' 
m - ^ m ^ M ^ n m ^ > 

fl^ ic ^1 *i: -fa M "t a^a ^ ^ 1^ it >t -t- * ® : 

- it # ^ a^a S i ® ; 

^S" BB m ^ ; i-x ^ 

f ^ it 1^ >t M € a^B It It 6^ ^1 ^ ^® it € ^ ^ 

it .^g. >t T ^ ® = 
1 6 . ^ t tf ^ ^'J Ie, a ^ 1 5^ //r iiiL ^ >^ M t B% ^ ® 6^ m at 
/-^ ' ^ t it 9^ .^E ^ S i 0 

1 7 . ^ t tf # ^>J la a ^ 1 5JM m it ^ ^ t a^B It ® 6^ H it 

^ >i- ' ^ t it ^ S i N 

1 8 . ^ t tf ^'J Ig. IS ^ 1 5jS //r idL ^ ^ f: a^B It © m it 

' ^ f m ^ m M ^ ^ im. i-^^ r = 

1 9 . ^ t If ^'J m ai ^ 1 5jI ^/r i^iL ?4 ^ « a^B It © ^ it 

^ /'^ ' ^ t it 3^ -t ^ ^ IS 1^ ( I TO) ° 

2 0 . ^ t tf -f- #'J le. IS ^ 1 5^1 ^/f i4 ^ ^ € a^B It 4^ ^ m it 



^ 21 K 


2 1 . ^ t tf # f'J m ® ^ l^m ^fr ^ f4 m % is Sj ^ ^ U 

2 2 . ^ t tt * ^'J |& a ^ 1 5^ ^/f it ^ ^ € a% ^ ® ^ t 

;ir ' ^f}^m^S^iam?^^^^^^^ • a ^ m ^ ^ 
B ( Chemical Mechanical Polishing; CMP) ^ M- 

m B = 

2 3 . ^ t tf # f -J |& IB ^ 1 5^1 ^/f it ^ m € It ® $i it 

^ >^ ' ^ t ))f ^i' H * §<J # a : i-X ^'J :^ ^ 

( Etching) m in m ^ ° 

2i.^ ^ n ^- M il m % 15:^ ^/r it ^ m t a% ^ ® 4£ 6^ H it 

>^ ' ^ ^ ^ • ^ it .^g. .f fli ^ # =2. §^ ^ 

2 5 . t tt ^ ^'j i£ a ^ m iM.-^ n m: % iB ^ ^ ^ % Ik 
tL ^ ^ f4 m m. m J:- m ^ - ^ m ^ M 

( black matrix)' ° 
2 6 . :^ t tf ^ ^ij H a ^ 1 5^ it ^ M t B^B It ® 6^ ^ it 

>^ ' ^ ^ m m f4 m ^ ^ 1^ ^ ' & # : 

^ ^ -t B^B ft m 1^ it" .^g. >t -L ^ © ; 

m }^ - ^ m M ^ M. t& ^B m. f4 m i^j^ ^ m it 

m ; 

^ 1^ E .^g, ,^ ^ Ji- >t- € B^a ^ >t M 6^ ^iz: i ' fli - 

W. ^ % ^ ' 



% 22 ^ 


7^ ^ ^n^^mm 

ic - ^ ^ ^ E ^ € i-:^ ^ E ^ -fb ^ 

^ - ^ M ^ M ^ M r^^ ^ ^ ±. ' A 
- t^. M ^ ^ M ^ ^ M ±- » 

2 7 . :kn t tf * ^'J |& SI ^ 2 ^/f iilL ^ >^ ^ B^a H ® * 

>i ' ^ t 1^ € a^a It M * it ^ ^ is ( p-Si) > ^ 

m ( P-Ge) - # B^a «^ ^ ( p-SiGe) ^ ^ ^9 ( c-Si) ^ 

^ a^a ^ ( c-Ge) ^ Jp. a^a ^ ( c-SiGe) ^ ^ ^ 
^ — ^ m ^a. ° 

2s.-kp f n ^ ^'i $1 m ^ ibi^ m ^ f4 m m. ^ ^ ^ 
>^ ' ^> ^ i£ € *s # ^ ^ ^ • ^ m ^ m 

29 . - m. f4 m ^ ^ U ^ M- ^ ' J- a ^ T # 

^ ^ - ^S" as m ' 

m - ^ ^ ^s. ^ ^ n ^9 m t ^ ' 

1^^ n ia m f$- m ifb ^ - ^ a^a >^ M - 

41 ^ -i® f4 m ^B m. n ^ ^b ^9 m ±. ; 

PA t^- m % ^B ^ M # a A jf- ^ m a, it 

-t ffl * t a ; 

ffi ^ - ^ is -ft ^ € i 1^ M it B^a It l# a 1^ ffl * f 


a ; a A 

^ ^ ^ _L ^ 1^ € a^a It M ^-^ # ^- ?i ^® 



23 X 


3 0 . ^ t tf ^ ^'J |& H ^ 2 931 m it ^ f# M H It © 60 li it 

^ ' ^ t ^ r# m 60 ;i- ^ ^ m >^ ° 

3 1 . ^ t If ^ ^'J la ® ^ 2 9:^ ^/f it ^ m B^a It ® 60 m it 

>r ' * t 1^ it t ^ ^ iil ^ ft ( ITO) ° 
3 2 . ^ t tf # ^'J le. a ^ 2 9^1 m it ^ t It ® 60 li it 

33.-ko f n ^ il m ^ 2 9ii ^/r it ^ m t B^B It ® 60 $i it 

3 4 . ^ t tf # ^'J le, la ^ 2 93S ^/T it ^ M € B% It ® 60 $i it 
;r ' ^ t ^If -5^ B^B HI M 60 ^ a ^ : a -fb ^ a M 
( Chemical Mechanical Polishing; CMP) y5^5^;)lf 
1^ a^B m M 14 ° 
3 5 . ^ t tf ^ ^'J li IS ^ 2 9jI it ^ M € B^a It ® 60 H it 
' ^ t >lf B^B B M -fb 60 ^ ^ ^S- ; i-x -1^ 5J ^ 

( Etching) m m ^ ^ f4 ^ ° 

3 6 . ^ t tf ^ ^'i |& !i] ^ 2 9jS ^/r it ^ ^ -t a^a It ® 60 H it 
^ ;^ ' ^ t ^ t B^B ft I* *4 60 1^ ' ^ ^ ■ ' 

^ t& ^ f4 ^ ±- )^ — ^ ^ M — ^ ^ ^ ' 

- E ^ Ig, ^ a. 1. t B^a It m 1-:^ ^ it -t 

^ E .^g. ^ -L ^> ^ — n. "t ^ ; 

" M n .^g, yf ^ 1^ E € +^ ^ E ft -fb ^ 
J:. ; a ^ 

^ - ^ 4 ^ >il >t ^ ^ ^ _L ° 



3 7 . t If ^ ^'J a ^ 2 9jI ^/t ^ ^ € a^a It ® ^ 6^ li ^ 
' ^ t 1^ ^ is. /f # ^ ^ ;f ( color filter) - 



^ 25 I 


I— ^ 

o 



cx 


CD 



CO 


INS 


CO 



oo 




IN3 




C>0 CO 





I 



t tf # ^4 f: e^a li « 6t 3i ;r * 


% 1/25 I 



% 4/25 I 



^ 5/25 X 



% 6/25 I 



^ 7/25 I 



1^ 8/25 I 



W. 9/25 I 



^ 10/25 I 



^ 2/25 I 


mi 


% 4/25 I 


% 5/25 X 


^ 6/25 -% 


1^ 


7/25 


} 


% 8/25 X 

I 

^ 9/25 I" 


% 10/25 K 


ii 



% 16/25 I • % 17/25 K 


